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Dosud poufivané snimade jsou konstrukd&-
né slozité, z &ehoZ vyplyvéd ni%s{ provozni
spolehlivost, vét3i hmotnost a energeticka

ndroénost.

Zapojeni mixroelektronického snimade
podle vyndlezu sestdvd z RC struktury (10),
kapacitoru (8) a kompenza¥dniho rezistoru
(7). ZpGsob zapojeni je zndzornén na sché-

matu.

Zapojeni umoinuje bezkontaktni pienos
naméfené velidiny, jeji zcela bezchybné
zpracovéni v &islicovém tvaru vietnd line-
arizace a eliminace objektivnich chyb

m&feni.
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Vynélez se tykd zapojeni mikroelextronického snimale mechanického naméhéni s para-
metricky Pizenou odporovd xapacitni structurou RC s rozprostfenymi parametry. sStévajicl
feseni snimade mechanickych namséhdni jako je tah, tlak, xrut atp. jscu obvodov& a xon-
struk&né slo?itd, z &eho¥ vyplyvd nizkd provozni spolehlivest, velkd hmotnost a nutny
vysoky prikon.

Uvedené nedostatky odstrafuje zapojeni mikroelextronicxého snimale mechaniciého
namdhéni s kmitavym rezonan¥nim okruhem a parametricky #izenou odporov& kepacitni strukturou,
jeho¥ podstata spofivd v tom, Ze k odporové kapacitni struktufe Je paralelné piipojen
kapacitor a kompenza¥ni rezistor, prifem? jeden pdl odporové kapacitni struktury je za-
pojen k vstupu Fizeného zdroje a druhy jeji pdl je spojen se svorkou, prifemZz vodiva
vrstva odporov¥ kapacitni struktury je spojena s vystupem Pizeného zdroje.

Priklad provedeni bude vysvdtlen za pomoci ptipojenych obrdz«d, z nichZ obr. |
predstavuje vlastni tenzometricky snima& upraveny do podoby homogenni RC struktury s roz-
prostienymi paramétry, obr. 2 zapojeni simula&niho obvodu, obr. 3 ekvivalentni zapojeni,
obr. 4 celkové zapojeni snimale a obr. 5 linearizované ekvivalentni zapojeni.

Na obr. 1 je zndzornn tenzometricky snima&. Vlastini snimad je tvofen odporovou vrstvou
4 na nif pusobi mechanické naméhédni representované silcu F zndzornéné Sipkami, pod ni
umist&nou dielektrickou vrstvou 5 a vodivou vrstvou . K zapojeni cdporové kapacitni
struktury do obvodu slou%i vstupni svorka 1, vystupni svorka 2 a svor<a 3 spcjend s vedivon
vrstvou 6.

Je-1i takto upraveny tenzometricky snima& zapojen podle obr. 2, nebo 3 simaluje za-
pojeni na svych vstupnich svorkdch 1 a 2 synteticky induxtor L. ve spojeni s negativaim
rezistorem Rs' Pfipoji-li se nyni ke vstupnim svorkdm 1 a 2 kapacitor 01, co? je hodnota
xapacitoru 8 v zapojeni podle obr. 4 a teplotn& kompenzalni rezistor Rq, co¥ je hodnota
rezistoru 9, zfskd se kmitajfcl rezonandnf okruh podle obr. 5, jehoz kmitodst . e
parametricky rizen mechanickym namdhénim F.

Charaxteristickd funkce snimade je

w= £{F)

K >Kkrit = gonst

kde K je napdfové zesfleni Pizéného zdroje 7.

Pro vyjédreni funxdni zdvislosti Ro=f(F) lze vyjit z Hookova z&:una

o:E:EngAL
3 1
kde
o — normdélové mechanické napéti
F -—~ mechanické naméhéni reprezentované silou F
3 — prifez na nd&% sila F pdsobi
E — modul pruZnosti

=
I

pomdrné (relativni) prodlouZeni (deformace)
Mezi relativni zmdnou odporu tenzometru a relativni deformaci plati ndsledujici{ vztahy

a) pro drdtkovy (£8liovy) tenzometr

AR k
— = KE = e F
R ES
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kde ey

k _— soulinitel deformal¥ni eitlivosti (tzv. k-faktor)
b) pro polovodidovy tenzometr

AR

=tcp vcuel=tlipa G2 g2

—

S (ES)?

kde
C1, C2—-konstanty

Pro vyjddfeni zdvislosti o= f(R,) lze vyjit z linearizovaného ekvivalentniho zapojeni
rezonan&niho okruhu (viz obr. 4), pro nd% lze psat

2 1 Rg(w,F)
O o= 1 +
ClLs(m,F) R]

protoZe ale ekvivalentni parametry Rg, Lg Jsou kmito&tovd zdvislé, nutno zavést nésledujici

ptedpoxlady

Rg(0,F)
Ry

Ry, Lg # £(0)

co¥ lze provést volbou soudinu wROCo, z %ehoZ pro mald ¢ R
_ 2
Ls(F) = coRo

a po dosazeni pak

Pro praxi je vyhodn&jsi, je-1li zndm relativni vztah

49 = £ ()

derivaci pPedchoziho vztshu a dosazenim nakonec dostaneme

M:;ﬁ
(0]
RO

'z tohoto vztahu je z¥ejmé, Ze relativni zm¥na vystupniho kmitodtu takto zapojeného
snimafe podle obr. 3 je rovna zéporné vzaté relativni zmen# odporu struktury RC zpdsobené
mechanickym naméhdnim.

Ztejmou prednosti tohoto Peleni je ten fakt, e takto upravenym tenzometrickym
snima¥em neni zand¥ena 34dnd daldf{ funkni zdvislost mezi vstupni veli&inou reprezentovanou
AR/p o vystupni velilinou Aw,

Uvedené reseni tedy umo¥nuje bezkontaktni pFenos namdiené velidiny, jeji zcela
bezchybné zpracovéni v &islicovém tvaru vEetn& linearizace a eliminace objektivnich chyb
m&teni.
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PREDMET VYNALEZU

Zapojeni mikroelektronického snimale mechanického namdhdni s kmitavym rezomanim
okruhem a parametricky rizenou odporové xapacitni strukturou, vyzna¥ené tim, Ze k odporové
kapacitn{ struktufe /10/ je paraleln¥ piipojen kapacitor /8/ a kompenza¥ni rezistor /9/,
pridem$ jeden pdl odporové kapacitni struxtury /40/ je zapojen k vstupu ¥izeného zdroje
/7/ a druhy jeji pdl je spojen se svorkou /2/, phidem? vodivé vrstva /6/ odporov&kapacitni
struktury /10/ je spojena s vystupem Pizeného zdroje /1/.

2 listy vykresfi



217923

J 3
4
> 6
3
Obr. 1

Rs (“,"KIF)

|
b I\G : - Ls(w,K/F)

|

Zvst ' Zvst
Obr. 2 e 3



217923

oM

—O0 2

Obr. &
-Rs(w.F)
mf] Ll
T Ls (w.F)

| Obr. 9



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

